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1. はじめに 

TiN は主に反応性プラズマプロセスによって堆積さ

れ，その高い硬度や耐食性から，耐摩耗コーティング

などに広く応用されている．我々は近年，反応性スパッ

タリングに斜入射堆積法（GLAD）を適用し，離散的

ナノ柱状構造（INS）を有する薄膜堆積に成功してき

た．そこで本研究では，GLAD を適用した反応性スパッ

タリング法によって，INS 化 TiN 膜を作製することを

目的とする． 

2. 研究方法 

TiN 膜の作製には，RF マグネトロンスパッタリング

装置を用いた．ターゲットには純 Ti を，スパッタガス

には Ar を，反応ガスとして N2を用いた．基板には ITO

コートガラスを用い，ターゲット法線に対して垂直お

よび 85°傾斜させて設置した．成膜装置を真空排気後，

所定の全圧まで Ar および N2 を導入し，ターゲットに

高周波電力を投入してプラズマを発生させ，スパッタ

リング堆積を行った．作製膜の微細構造，結晶構造を

それぞれ XRD，SEM により評価し，分光光度計を用

いて光学的特性を評価した． 

3. 結果および考察 

Fig. 1 に成膜した TiN 膜の SEM 画像を示す．部分的

に柱状晶同士が結合しているが，総じて GLAD 膜特有

の INS を呈した．Fig. 2 に成膜の XRD プロファイルを

示す．一般的な垂直堆積膜では(111)配向が報告されて

いるが，GLAD 膜は非常に強い(100)配向を示す．これ

は，ターゲットからの原料 Ti 原子が斜めに入射するた

め，成長面である(111)面が基板面に対して傾くためで

あると考えられる．Fig. 3 に成膜した TiN 膜の反射率

スペクトルを示す．垂直堆積膜と比較して GLAD 膜は

大きく反射率が減少した．これは INS による光散乱効

果に起因すると考えられる．また，垂直堆積膜，GLAD

膜いずれにおいても，エレクトロクロミック現象は可

視光の波長領域において発現しなかった． 
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Fig. 1 (a) Surface, (b) cross-sectional SEM Images of the TiN 

film deposited at the substrate angle of 85°. 

 

 

Fig. 2  XRD profile of the TiN film deposited at the substrate 

angle of 85°. 

 
Fig. 3 Reflectance spectra of the deposited TiN films. 


